
UKD 621 .382.2 

N OR MA BRANŻOWA BN-83 

ELEMENTY 
3375-33/02 

PÓŁPRZEWODNIKOWE Diody typu SYP 401 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są krzemo
we d iody prostownicze średniej mocy typu BYP 401, 
wykonane technologią dyfuzyjną, hermetyzowane 
w obudowie plastykowej, cylindrycznej z osiowymi 
wyprowadzeniami drutowymi do zastosowań powszech
nego użytku oraz w urządzeniach, w których wymaga 
się zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wy
sokiej jakości. 

Diody są przeznaczone głównie do pracy w układach 
prostowniczych o częstotliwości 50 Hz. 

KaL:,!~oria klimatvczna wg PN-73/E-04550/00 dla 
diod: 

- standardowej jakości (poziom jakości I) 
40/1 00/04, 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) 
40/100/21, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -
40/100/56. 

2. Przykład oznaczenia diod 
a) standardowej jakości: 

DIODA BYP 401-IO0 BN-83/3375-33/02 

h) wysokiej jakości: 
DIODA BYP 401-I00/3 BN-83/3375-33/02 

c) ba rdzo wysokiej jakości: 
DIODA RYP 401-100/4 BN-83/3375-33/02 

3. Cechowanie diod powinno zawierać następujące 

dane: 
a) oznaczenie typu (podtypu) wg kodu kolorowego 

- na obwodzie obudowy, od strony katody powinien 
być kolorowy pasek: 

BYP 401-IO00 brązowy, 
BYP 401-800 biały. 

BYP 401-600 
BYP 401-400 
BYP 401-200 

niebieski, 
zielony, 
żółty, 

BYP 401-200 czerwony, 
BYP 401-50 szary, 
b) oznakowanie dodatkowe dla diod wysokiej i bar

dzo wysokiej jakości - diody wysokiej jakości powin
ny być znakowane cyfrą 3, a diody bardzo wysokiej 
jakości cyfrą 4 umieszczoną po oznaczeniu typu na ety
kiecie opakowania jednostkowego. 

Grupa katalogowa 1923 

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzeń diod - wg ry
sunku i tabl. I. Oznaczenie obudowy stosowane przez 
producenta - CE 31. 

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 31 
·-

Wymiary. mm 
Symbol wymiaru -

min max 
~ 

0b 0.8 0.82 

0D 3.4 3.5 

G - 7.2 
·-

I 26.6 -
·-

/ ,' ) - 2.5 

/}) 16.0 -

') Wymiar 0b nie jest kontrolowan y w .-..u cf1\.' !, . 
') Długość . przy której kot\cówki n1ug4 b „ ć zg ina nc pud ' .:( 

tern prostym. 

5. Badania grupy A, B, C 
3375-33/00 p. 5.1. 

D - wg BN-81 ' 

6. Wymagania szczegółowe do badari grupy. A, B, 
CiD 

a) badania podgrupy Al - sprawd zenie wymiarćiw: 
0 b, 0 D, G, I wg rysunku i tabl. I, 

b) badania podgrupy A2, A4 i C2 wg tabl. 2, 
c) badania podgrupy B, C i D - wg tabl. 3, 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4 . 
7. Pozostałe postanowienia - wg PN-81/3375-33/00. 
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dnia 29 grudnia 1983 r. 
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A4 C2 

I Waności g ranic zne 
i Pod -

Rodzaj 
K ontro- Metoda 

Wa run ki 
Jed-

BYP BYP BYP BYP HYP BYP BYP I 
pomiaru i g rupa 

badania 
lowany 

pomiaru 
nos t-

40 1-IOOO 401-800 401-600 40 1-400 40 1-2QO 401-100 401 -50 jhadań 
i 
I 

I 
I 

i 
I 

i 

pa rame tr wg ka 

ma x nl<i. X ma x ma.x ma x max 

I ' 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. \ 2 Sprawd zenie UF PN-75/ h= I A V 1,1 I.I I . I I . I I. I I. I 
C2 pl)dS iJ',.\ '0 - T-0 1504/ 57 

wy,·h para-
PN-75/ UR= IOO0V 5 - - - - -

lll L{ fÓ\V 
T-01504/56 

UR = 800 V - 5 - - - -

IR 
UR=600V - - 5 - - -

µA 
UR=400 V - - - 5 - -

UR= 200 V - - - - 5 -
UR= 100 V - - - - - 5 

UR = 50 V - - - - - -

,\4 Spr~1wt! ll·ni~ IR PN-75/ UR = 1000 V 200 - - - - - -
pa ramt: t rt) \\· T-01504/ 56 

UR= 800 V 200 - - - - -
r !~ktr ~c1n yc h 
w, ,,,,,,= IOWC UR =600 V - - 200 - - -

I !poziom I l i 
UR =400V µA 200 

i IV ) 
- - - - -

I UR= 200 V - - - - 200 -; 

i 
UR = 100 V 200 I - - - - -

i UR= 50 V - - - - - -

Tablica 3. Wymaga1,ia szczegóło;w do badań grupy B, C D 

j I 
I I ;, i 

' 

Podgrupa 
bada,i 

2 

is! . C I 

Rod zaj badania 

3 

Sprawdzenie wytrzymałośc i mechaci icznej wyp rowa

dzd1 

'---- __ ; Sp rawdzen ie szczdności 

W ymagania szczegółowe 

4 

próba Ua ,: !O N 

próba Ub: metoda I : 5 N 

prub" Qi. knndycjo ,wwanir c i eczą 

ma:-. 

I ' 

1, 1 

-

-

-

-

-

-

5 

-

-

-
-

-

-

200 

! ' : Il.' Sprawdzenie wytrzymałośc i na spadki swobodne położrnir diod y w czasie ,p„aiania: pod k~icm r,ro-
i stym d o kierunku ,p„Ja nia 
- -+----------------------------------------1 

.· I ,14 . ( -l Spr;rn-dzrnie wytrzymałośc i na ud:Jry wie lo krotne moc,,wanic za obudowę 
L- --··· "!- - - - ---- - -+------------------------1------------------ ------~ 
i , ' .,, C 5 S,-1rawdzcnic wytrzym;,iości na nagle zmia ny temj.Jcra-
i - I tury T. = -40°C : T. = I 25°C 
- . ·--- -------+-------------------------1-------------------------i 

6 

7 

9 

Sprawdzen ie odpornośc i na naraże ni a de!..tryczne wg PN -78/T -0 15 15 p . 5.3.22 tab l. 5: metoda badania h 

Sprawdzenie mas) wyrobu 

Sprawd ze nie w)trzymalosci na przys pieszen ie s t a łe 

Sprawdzenie wytrzymałośc i na udary pojedync ze (dla 

poziom u jakości I) 

Sprawdzenie wytrzymałości na udary wie lokrot ne (dla 

poziomu jakośc i Ili i IV) 
Sp rawdze nie wytrzymałości na wibraCJe o stałej czę

~to tliwości (d la poziomu I) 

Sprawd zenie wytrzymałości na wiuracje o zmiennej 

czę s t o tliwośc i (dla poziomu III i IV) 

Sprawdza 1ie wytrzymałości na cie pło lu towania 

RL = 
/ n 

/ o = I A: la,,1, = 25°C 

0.9 · 10-1 dag 

kierunek prohien.:zy : dw a wzajemnie pros topadle kie
runki p robiercze: mocowa1:1e 1a obudowę 

mocowanie za ob udowę 

temperatura k ąpie l i 350° C --+----------------------! 
Sprawdzenie wytrzymałości na zin, ,1,1 I Hf.! min = -400C 
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cd . tabl. 3 

Lp. 
Podgrupa 

Rodzaj badania Wymagania szczeg'-'Jłowt" ! 

I 

IO 

l i 

12 

I J 

14 

15 

16 

Lp. 

badań 

2 

CH 

CIO 

D l 

[)2 

D3 

D4 

D5 

O zna CLe

nie pa

rametru 

3 4 

Sp rawdzen ie wytrzymałości na suche gorąco I = 
Jlf! max 125°c 

Sprawdze nie wymiarów wg rysunk·u i tab l. I i 
Sprawd ze nie odpornośc i na nisk ie c iś ni e n ie at mosfe- ; 
rycznl' temperatura naraże nia 25°c ! 
Sprawdzenie wy trzy malo~c i na rozp uszcza ln ik i alkohol ~lylow~ lub ilCt'ldl1: spr~1w<...lnt111: \\:m11.ir> I 

0 I) i G. masa diody prLed i pu h~ dd!l ill ! 

Sprawdzenie pa l ności wg PN-78/T-0 15 15 załącznik 2 p . 4 3 I 

SprawdLcnic wytrzymałośc i na pleśń brak porost u pleś ni po badaniu -i Sp rawdzenie wytrzymałości na mglę so ln<J polnżcn i e diody dowolne 
-- •-- --J 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B, C i D 

Metoda 

pom iaru wg 

Wa runki 

pom iaru 

'A'artości granic111~ 
Jed- 1----T-"---T-"---,----,----,----,-- --

Podgru- nos i-
pa badali ka 

BYP BYP 

40 1-1000 40 1-800 

max ITIJ.X 

BY P 13YP BYP 
40 I -600 40 1-400 40 1-200 

max ma x max 

13YP 
401 - 111(1 

lll~IX 

l--+-------------------------------11--- ----11-----+---------- - -+-----
2 4 5 6 7 X 9 IO li 12 J.l 

PN-75/ 1,,,,, ,, = 25°C 

T-0 I 504/56 U•= 1000 V BI. 84 
5 

V.= 800 V 8 5, C l 5 i 

u.= 600 V C 2. C4 

C5.C7 µA 
5 I 

U• = 400 V ('8 5 i 
•-----------------------~· -----4 u.= 200 v D J. D5 I : 

--r---- - : 
U•= IOOV i , 1----+----+-----1-----1----;------r----~ 
V.= ~ V . ~ I 

1---1--- ----------+-- ------------+--------+-------------- - --.-- - --~ 
PN-75/ 

T-01504/56 

1,,,,,a= IOU" C 

U•= 1000 V 

U• = 800 V 

u.= 600 V 

V.= 400 V 

V.= 200 V 

V.= l00 V 

u.= 50 V 

C2') µA 

i 
~ I 

1-f------+---- ----1, 
~ i 

I ·---, 

I ' 200 

200 

2(JO 
1----+---------------1------1--- ------ --

.\ .( 1 

1---;1------- ------+----- ---------+----+-----+----+----+----+--- -- -------
J PN-75/ 

T-0 1504/ 56 

l 11mb= 2Y>C 
U•= 1000 V 

U•= 800 V 

U•= 6tJ0 V 

V.= 400 V 

u.= 200 V 

Ux= 100 V 

U•= 50 V 

B6, C6 µA 

25 

! 
: 1--------1-----+------ -------- •"· /-·----. -, 

25 

25 

25 
1--------1-----+----+------1-- -----i 
1--------------------;--- - ,,. ----··· 

:) t -

1----+----1-----+----+--------L---' 
I' ! I 2i 
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cd . tabl. 4 

Oznacze- J t'd-
Wa rtośc i graniczne 

Lp. nic: 
Metoda Wa ru nki Podgru-

BYP BY P BYP !WP pa-
pom iaru pom iaru badai\ 

nost- BYP BY P BYP 
ramet ru 

wg pa 
ka 40 1- 1000 40 1-800 401-600 401.400 40 1-200 40 1-100 40 1-50 

max max max max max max max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO li 12 13 

4 u, PN -75/ l ,11n1> = 25°C BI , B4 

T-01504/ 57 Ir= I A 8 5, B6 
C l. C2 

V I. I I . I 
C:4. C5 

I. I I.I I. I I. I I.I 

C6. C7 " 
Dl. D5 

l amh = -40°C C:2') V 

fr= I A 
1.4 1.4 1.4 1.4 I .4 1.4 1.4 

,""'" = 25°c B6. C6 V 
1.2 1,2 

/,-= I A 
l ,2 1.2 1,2 1.2 1.2 

') w czasie bada nia odporności na suche gorąco. 
' ) w czasie bada nia odporności na zimno. 

KONIE C 

INFORM ACJE DODATKOWE 

J. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Prod ukcyjne Cen
tru m Półprzewodników. Wars,awa ul. Komarowa 5. 

BN-8 1/3375-33/00 Elementy półprzewodnikowe. Diody prostowni
ae o p rądzie do IO A. Ogó lne wymagania i nadania 

2. Norm y związane 
PN-73/E-04550/00 Wy roby elektrotcch ni one. Próby środowi skowe. 

Postanowienia ogó lne 

PN-751-:·-01 so4/56 Ele menty półprze wodn i kowe. D iod y. Pomiar 

p rądu ws tecznego / • 
PN-75/T-O I 504/57 Elementy półprzewodnikowe. Diody . Pomiar na 

pięcia przewodzen ia U,-
PN- 7X/T -O 15 15 Elementy pół przewodnikowe. Ogó lne wymaga nia 

i hadania 

3. Symbol KTM wyrobu 
BY P 40 1- 10(10 11 56 11 2203065 

BYP 401-800 1156 112203052 

RYP 40 1-600 I 156112203040 
BYP 401-400 11 561 12203037 

BY P 40 1-200 11 561 12203024 
BYP 40 1- 100 1156 11 22030 11 

BYP 40 1-50 1156 11 2203009 
4. Wartości dopuszczalne - wg tabl. 1- 1 i rys. 1-1. 

5. Dane charakterystyczne - wg tab l. 1-2 oraz rys. 1-2 i 1-3. 

Tablica 1-1 

I Jed-
Wartości dopuszcza lne 

I L.p. 
Oznaczenie 

Na1wa BYP BYP BYP BYP BYP BYP BYP parametru nost-
parametru 

ka 40 1- 1000 40 1-800 40 1-600 40 1-400 401-200 40 1-100 40 1-50 

I 2 .l 4 5 6 7 8 9 10 li 

I UNR\I !'(n,,~ rza lnc szczytowe nap ięcie 
V l000 800 600 400 200 100 50 

WS!C CZ.lll' 

2 UHs\1 Ni•:powtarzalne SZCZJlt•Wt' nap ięcie 
V 1300 1000 800 600 400 200 100 

WSl~CZll~ 

3 Io Sred ni prąd wyprostowany 
A I 

(!amb ~ 50"C) 

4 h .11 Szczy towy prąd przewodzenia 
A IO 

(50 H z. l 1111p < 3,5 ms) 

5 / ,-.1·.11 Niepowta rza lny szczytowy prąd 
I\ 50 

pucwod ze nia (/ = 50 Hz) 

6 ,, Temperatura złącza oc 150 

7 I_HJl Temperatu ra składowania oc - 40-;- 125 

8 l „w,n Temperatu ra otoczenia w czas ie oc -40 -:-- 100 
pracy 



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-33/ 02 5 --------
Tablica !-2 

Jed-
Typ (wartości typowe·) 

Oznaclcnie Warunki 
Lp. Nazwa parametru 

pomiaru 
nost- BYP BYP BYP BYP BYP BYP BYP 

parametru 
ka 401-1000 40 l-800 401-600 401 -400 401-200 401 -!00 401-50 

I 2 J 4 5 6 '/ 8 9 IO li 12 

I IR Prąd wsteczny UR= URH.M µA 1.5 1.5 2,5 2,5 2.5 3.5 3.5 

2 UF Napięcie przewodzenia IF= I A V 0.95 0.95 0.95 0.98 0.98 0,9X 0 ,98 

BYP 401-50 .... 

BYP 401-50 .. 1U0D 

2 
.,, ., ., ., 

,h"°2s•c~ 
am o•C t -h~10 

o o 
OJ 0.2 04 0.6 1 2 4 6 8 10 lrsM A 

fsN=83/3375-33/02-I-11 (SiFEED?s-33702-121 

Rys. 1- 1 Wartość średnia dopuszczalnego prądu wyprostowanego 
w funkcji temperatury; To = f(r,,,,b) 

Rys. 1-2. Wartość napię c ia przcwod, enia w funkcji prądu przec ią

żeniowego 

I - dioda, 2 - radiator o nie skończenie dużej pojemności cieplnej 

1]-1 Rth · -fJ 
100 SYP 401- 5() ... 1000 

~~ "T' - t„zs:4-
I 

I 

I 10 - ·-1 

1 
0,1 

, 

' 
i 

.,,,. 

I ~ 

L= 12 7 

I 11111: 1 

l l . 

~ I 
i illl !i I 1 11 11 I 

'JO fp s 

ISN-83/3375-33!02-J· 3) 

UFM = f(hsM) 

Rys. 1-3. Rezystancja termiczna typowa w funkcji czasu trwania impulsu prądowego R,.,-, = f(r„_1 
I - dioda. 2 - radia tory o nieskończenie dużej pojemności ciepl nej 
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